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1. Introducao

Filmes finos de 6xido de zinco dopado com alumi@ZO) apresentam grande potencial para
aplicagbes devido a suas propriedades Opticagrec@te que permitem incluir esse material na elakss
oxidos transparentes condutivos (TCOs) [1]. Deasréécnicas de producéo de filmes finos AZO, ai¢écn
de Magnetron Sputtering uma técnica eficaz que permite controle de dades e boa reprodutibilidade
dos filmes crescidos. Neste trabalho filmes finesA\dO foram crescidos pddagnetronSputteringReativo
e a taxa dsputteringfoi investigada e relacionada com as propriedadesturais e opticas dos filmes.

2. Parte Experimental

Os filmes de AZO foram sintetizados sobre sulistdet vidro a temperatura ambiente através da
técnica demagnetron sputteringeativo. Para a deposicao foi utilizado os gasg8négo com pressao de 5
mTorr e oxigénio com fluxo de 0,08 sccm. Como fakgeZn e Al foi utilizado alvo metalico de Zn-Al o
2% wt de Al. Para a excitacdo do plasma foi emmgtegana fonte de RF (13,56 MHz) com poténcia entre
50-100 W. Para o controle da taxa de sputteringifiizado a técnica de espectroscopia optica adiém
monitorar as intensidades das linhas espectraisada elemento contido no plasma [2]. O tempo de
crescimento dos filmes foram de 20 min. Para astigacdo das propriedades Opticas foi utilizado o
espectrometro Lambda 750 (Perkin Elmer) e paratudesdas propriedades estruturais foi empregado a
técnica de difracdo de raios-Rdnalytical X'Pert Powdér

3. Resultados e Discussdes

Pode ser observado na Fig. 1 que somente os fdmedizados com razdo dg/l = 0,35 e 0,58
apresentaram um pico preferencial ao plano (002ja indica a formacdo de uma estrutura hexagonal
wurtzita. Ja as medidas de transmitancia opticaabpara os filmes de AZO a partir da variacétaga de
sputteringestao ilustradas na Fig. 2. Pode-se notar queper#o eletromagnético ha presencga de franjas de
interferéncia para o comprimento de onda do visestle comportamento indica que a espessura dussfil
apresenta uma boa homogeneidade. Além disso, évallaepara a regido visivel do espectro uma
transmitancia optica acima de 80% para todos weélsintetizados com valores de razdi,} entre 0,35 e
0,60. Por outro lado, o filme sintetizado com rak@b,, igual a 0,61 apresentou uma baixa transmitancia
Optica, isto pode ser explicado devido a quantiddéde zinco depositado ser maior que o valor
estequiométrico para a formacao de filmes de AZO.
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Fig. 1. DRX dos filmes de AZO controlado pela taxa detspng. Fig. 2. Curvas de transmitancia em fungdo do comprimentondiz
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